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論    文    の    要    旨 
 










 Si ナノレイヤー試料は silicon-on-insulator(SOI)を(100)面に対し熱酸化することで形成した。Si ナノレイ
ヤーの厚みは 2.7 から 25.2nm まで変化させた。Si ナノワイヤー試料はリソグラフィー加工と反応性イオン
エッチングの後、Si フィン構造を熱酸化することで作製した。熱酸化後のナノワイヤーの高さは約 50nm、
幅は 20nmから 390nmであった。熱酸化後、希釈水素雰囲気下でアニーリングした。 
 発光測定は顕微分光測定系を用いて波長 325nm の励起光を試料表面に集光し、試料からの発光を













の相境界が決定された。EHD と EHP の間の、観測された最大の転移温度は、膜厚が薄いほど高くなり、
膜厚 6.1 nmの試料では、バルクでの転移温度を越えることを初めて見いだした。 




























  平成 26 年 ２月 19 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席の
もと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって、合格と判定された。 
 
 
 
〔結論〕 
  
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
